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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年11月5日(2020.11.5)

【公開番号】特開2020-31088(P2020-31088A)
【公開日】令和2年2月27日(2020.2.27)
【年通号数】公開・登録公報2020-008
【出願番号】特願2018-154251(P2018-154251)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   29/06     ３０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   29/06     ３０１Ｖ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５３Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５８Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月16日(2020.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、を含む半導体部と、
　前記半導体部の表面上に設けられた第１電極と、
　前記半導体部の裏面上に設けられた第２電極と、
　前記半導体部と前記第１電極との間に設けられ、前記半導体部の表面に第１絶縁膜を介
して向き合い、前記第１電極から第２絶縁膜により電気的に絶縁された制御電極と、
　を備え、
　前記第２半導体層は、前記半導体部の表面に沿った第１方向おいて前記第１半導体層の
一部と前記第１半導体層の別の一部との間に位置し、
　前記半導体部は、前記第１半導体層および前記第２半導体層に接する第２導電形の第３
半導体層と、前記第３半導体層中に選択的に設けられた第１導電形の第４半導体層と、を
さらに含み、前記半導体部の表面は、前記第３半導体層の表面および前記第４半導体層の
表面を含み、
　前記第３半導体層は、前記第１半導体層の前記一部中に位置する第１端部と、前記第２
半導体層中に位置する第２端部と、を有し、
　前記第４半導体層は、前記第３半導体層の前記第２端部に設けられ、
　前記第１電極は、前記第３半導体層および前記第４半導体層に電気的に接続され、
　前記制御電極は、前記第４半導体層と第１半導体層の前記別の一部との間に位置する前
記第３半導体層の一部および前記第２半導体層の一部、および、前記第１半導体層の前記
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別の一部に向き合う半導体装置。
【請求項２】
　前記第１電極と前記第３半導体層の前記第１端部との間には、前記第４半導体層は設け
られない請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１半導体層および前記第２半導体層は、前記第１方向と交差し、前記半導体部の
前記表面に沿った第２方向、および、前記半導体部の前記表面と交差する第３方向に延び
る請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第３半導体層、前記第４半導体層および前記制御電極は、前記第２方向に延びる請
求項３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体部は、第２導電形の第５半導体層と、第１導電形の第６半導体層と、をさら
に含み、前記第５半導体層は、前記第１半導体層の前記別の一部および前記第２半導体層
に接し、前記第６半導体層は、前記第５半導体層中に選択的に設けられ、
　前記第１電極は、前記第５半導体層および前記第６半導体層に電気的に接続され、
　前記半導体部は、前記第２方向に交互に配置された第１領域と第２領域とを含み、
　前記第１領域は、前記第３半導体層と前記第４半導体層とを含み、
　前記第２領域は、前記第５半導体層と、前記第６半導体層と、を含み、
　前記半導体部の前記表面は、前記第５半導体層の表面および前記第６半導体層の表面を
含み、
　前記第５半導体層は、前記第１半導体層の前記別の一部中に位置する第３端部と、前記
第２半導体層中に位置する第４端部と、を有し、
　前記第６半導体層は、前記第５半導体層の第４端部に設けられた請求項３記載の半導体
装置。
【請求項６】
　第１導電形の第１半導体層を含む半導体部と、
　前記半導体部の表面上に設けられた第１電極と、
　前記半導体部の裏面上に設けられた第２電極と、
　前記半導体部と前記第１電極との間に位置し、前記半導体部中に絶縁膜を介して設けら
れた制御電極と、
　を備え、
　前記半導体部は、前記第１半導体層と前記第１電極との間に設けられた第２導電形の第
２半導体層と、前記第２半導体層と前記第１電極との間に選択的に設けられた第１導電形
の第３半導体層と、前記第１半導体層と前記制御電極との間に選択的に設けられ、前記第
２半導体層につながった第２導電形の第４半導体層と、をさらに含み、
　前記制御電極は、前記半導体層の表面に沿った第１方向と交差する第１面と、前記第１
方向において前記第１面と対向する第２面と、を有し、
　前記第４半導体層は、前記第２面側において前記絶縁膜に沿って延在し、前記第２面側
において前記絶縁膜に接し、前記絶縁膜上において前記第２半導体層に接続され、
　前記制御電極の前記第１面は、前記絶縁膜を介して前記第１半導体層、前記第２半導体
層および前記第３半導体層に向き合い、
　前記制御電極の前記第２面は、前記絶縁膜を介して前記第２半導体層および前記第４半
導体層に向き合う半導体装置。
【請求項７】
　前記半導体部は、複数の前記第１半導体層と、前記第１方向において前記複数の第１半
導体層と交互に配置された第２導電形の複数の第５半導体層と、をさらに含み、
　前記第２半導体層は、前記第５半導体層と前記第１電極との間に位置する請求項６記載
の半導体装置。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　実施形態に係る半導体装置は、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体
層と、を含む半導体部と、前記半導体部の表面上に設けられた第１電極と、前記半導体部
の裏面上に設けられた第２電極と、前記半導体部と前記第１電極との間に設けられ、前記
半導体部の表面に第１絶縁膜を介して向き合い、前記第１電極から第２絶縁膜により電気
的に絶縁された制御電極と、を備える。前記第２半導体層は、前記半導体部の表面に沿っ
た第１方向おいて前記第１半導体層の一部と前記第１半導体層の別の一部との間に位置す
る。前記半導体部は、前記第１半導体層および前記第２半導体層に接する第２導電形の第
３半導体層と、前記第３半導体層中に選択的に設けられた第１導電形の第４半導体層と、
をさらに含む。前記半導体部の表面は、前記第３半導体層の表面および前記第４半導体層
の表面を含む。前記第３半導体層は、前記第１半導体層の前記一部中に位置する第１端部
と、前記第２半導体層中に位置する第２端部と、を有する。前記第４半導体層は、前記第
３半導体層の前記第２端部に設けられ、前記第１電極は、前記第３半導体層および前記第
４半導体層に電気的に接続され、前記制御電極は、前記第４半導体層と第１半導体層の前
記別の一部との間に位置する前記第３半導体層の一部および前記第２半導体層の一部、お
よび、前記第１半導体層の前記別の一部に向き合う。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】
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